
Verwendung: Silizium- Planar-Transistor 
für Breitband-, NF- HF-Verstärker und “fi 

als mittelschneller Schalter bei 
lonpuuhnnfiln.-l.'€hü+l!! 

—- —— — 

Abmessungen: Bauform B —3, 
TGL 11811 NS 
Kollektor am Gehäuse 
Masse = 19 
Zulässige Höchstwerte bis 0jmax 
Ucso = 0V I8 = 50 mA 
UeBO = SV beitav= 20 ms 
UcerR = 20V Pc - 600 mW 
beiRse= 10 0Q bei da = 25 °C 
Ic = 100 mA = 175 °C 

bei tav = 20 ms C = 125 °C 

l?‚ = 300 mA 

Kennwerte {ür da = 25°C —5 grd Wöärmewiderstand Rın S 250 _O_'9_ 

| Min. I Typ Max. Meßbedingungen verstörkungs- 
gıuppen 

Reststräme 

Iceo ! 25 nA | 1 pA bei Uc8Omax 
leBO |3 nA |1uA UE = 5 V 

Durchbruchspannung 

U(er)ceo | 20 V | | | Iceo = 50 mA 

Gleichstromverstärkung 

B | 18 | | Uce = 2 V, Ic=50mA | A 
B 28 n } | B 

B | 56 140 C 
| ı12 | 280 D 

(:} 224 560 E 
B 450 1120 | F 

Söttigungsspannung 

UCEsat |94V 1V |!c=50 mA, I8 = 5 mA 

Restspannung 

UCErest 07 V | Ic = 50 mA, Uca = 0 

Basis-Emitter-Spannung 

UBEzat 08 V 0,9 V Ilc-!0mA. I8 = 5 mA 



| Min. Typ | Max. ' Meßbedingungen lmnlrion.n- 
arn 

UÜbergangsfrequenz 

fr 60 MHz | 130 MHz| Uce = 10 V, Ic = 10 mA, 
l1 f = 15 MHz 

Rauschmaß 

F | 5,5 dB |Uce = 6 V, Ic = 0,5 mA, | 
| f = 10 kHz, Ro = 500 Q | 

Vierpolparameter 

Re '44,20 Uce = 6 V, Ic = 2 mA, | 
f = 200 MHz 

hıte 700 Q Uce = 6 V, Ic = 2 mA, ] 
| f = 1 kHz 

hıze L 3,5-104 
hzi1e | | 

hzze | M S 
C22b | 22 pF 2 pF Uc8a = 10 V, Iı = 0, | 

| | f = 500 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante 

(hi2b) 520 ps | Uce = 10 V, Ic = 10 mA, 
m | f = 30 MHz 

Schaltzeiten 

fr 0,65 us m = 1] %s 22 ms | _ s. Meßschaltung \ 

Leistungsverstärkung 

Vp |12d8B 20 dB Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 
f = 5 MHz 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor SF 121 D 
der Stromverstärkungsgruppe D
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